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 CdS-ZnO ナノロッド-ITO のほうが、更に高い光触媒効果が得られた理由としては、表面がナ
ノロッドの凹凸ができているため、CdSの堆積面積が増えたためだと考えられる。 
 保護膜に関する実験では、Auの堆積時間を、変化させて、吸光度を測定した。結果としては、
CdSの溶け出しがなくなってきていることは、吸光度のデータから確認できたが、光触媒効果が
抑止されていることが確認された。均一な薄膜ができていないため、Auに覆われた部分が、光を
透過せずに遮断しているためと考えられる。 
 CdS-ZnOヘテロ接合構造、ナノロッド構造では高い光触媒効果を得ることができたが、Auに
の保護膜により、CdSの溶け出しの抑制はできなかった。今後の課題としては、CdSが溶けずに
光触媒反応を得る工夫を見つける必要がある 
 
